MOSFET di potenza
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* Latensione di breakdown e’ determinata dalla regione di deriva
e BIJT parassita (Nota: corto tra body e source, spegne il BJT)
* Diodo tra p-body e n+ drain (utile nei raddrizzatori)

* |l gate e’ sovrapposto alla regione di deriva. Regione ON: riduce
RON (accumulazione), regione OFF (agisce da “field plate”).
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* Molte celle in parallelo (migliaia) di varia forma (per es. HEXFET)
con piccole regioni di source = alto W/L (1000-10000)

¢ W del MOSFET € la somma delle larghezze di queste regioni
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Modelli MOSFET in commutazione

* | MOSFET si basano su portatori maggioritari e sono quindi
intrinsecamente piu veloci dei BJT (frequenza switching fino a
1 MHz)

¢ C, e Cyy determinano la frequenza di commutazione
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* C,indipendente da Vp,
¢ C,qvaria anche di 2 ordini di grandezza con V.

* Approx a due livelli (Vps < Vs — Vi, — regione ohmica o
Vps > Vgs — Vyp, - saturazione )
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Perdita in conduzione
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* Rgy Dovuta a tutte le resistenze di dispersione
* Per alte Vg domina la resistenza della regione di deriva

MOSFET in parallelo
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* Rgy ha un coefficiente di temperatura positivo

* Reazione negativa: se un MOSFET é piu caldo degli altri, la sua
corrente diminuisce rispetto agli altri e si raffredda
(relativamente) riducendo la differenza

* Rpsmorza eventuali oscillazioni L-C.

BJT Parassita
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* |l BJT viene tenuto off mettendo in corto source e body.

+ E pericolosa la condizione di latch up (BJT parassita in sat.) >
alta dissipazione di potenza, e base non accessibile per lo
spegnimento.

* Rischio durante il turn off del transistore: & necessario

imporre un limite a dv,/dt attraverso circuiti di protezione
(snubber)
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